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　　　　　CIS系薄膜太陽電池の特徴　CIS系薄膜太陽電池の製造法　応用例：商業化への動き

第３節　色素増感太陽電池……………………………………………………＜荒川　裕則〉‥･1160

　　　　　グレッツェル・セルの構造とその作製法　グレッツェル・セルの発電機構　グレッツ

　　　　　ェル・セルの特徴　実用化への課題

第４節　燃料電池………………………………………………………………＜河原　和生〉‥･ 1167

　　　　　燃料電池とその原理　燃料電池の構成　燃料電池の種類　固体高分子型燃料電池　水素源

第５節　光触媒…………………………………………………………………＜峠田　博史〉‥．1175

　　　　　光触媒の特徴　タンカー流出油の分解　環境ホルモンの分解　染色廃液の脱色　ダイ

　　　　　オキシン類の分解　大気浄化

第６節　選択透過膜

　　　　選択透過無機膜………………………………………＜諸岡　成治／草壁　克己〉‥･ 1183

　　　　　セラミックス膜　炭素膜　ゼオライト膜　触媒膜

　　　　有機高分子膜…………………………………………………………＜岡本　健一〉‥･ 1189

　　　　　ガス分離膜　促進輸送膜　浸透気化（蒸気透過）分離膜　薄膜作製

第７節　親水・はっ水膜………………………………………＜大脇　健史／多賀　康訓〉‥･ 1195

　　　　　親水／はつ水膜材料　親水膜の応用　はつ水膜の応用　今後の展望

第８節　金属酸化物多孔性薄膜………………＜藤川　茂紀／黄　　建国／国武　豊喜〉…1200

　　　　　微粒子間の空隙を利用した多孔性薄膜の作製　鋳型法による多孔性薄膜の作製

有機バイオデバイス

第１節　有機発光素子

　　　　有機薄膜発光ダイオード……………………………………………＜筒井　哲夫〉…1210

　　　　　有機ＬＥＤディスプレイの研究開発　有機ＬＥＤの動作原理　有機ＬＥＤに用いる材料

　　　　有機固体レーザ………………………………………………………＜谷口　彬雄〉…1218

　　　　　共振器構造の設計　有機材料の設計　導波路構造の検討

第２節　導電性高分子薄膜

　　　　ポリアセチレン………………………………………………………＜赤木　和夫〉…1222

　　　　　ケミカルドーピング　電気伝導度　ポリアセチレン　ヘリカルポリアセチレン

　　　　ポリビニルカルバゾール類…………………………………………＜和田　達夫〉…1228

　　　　　光学材料　エレクトロルミネッセンス材料　モノリシックフォトリフラクティブ材料

　　　　　極性配向膜作製と絶対配向方向の決定

　　　　ポリアニリン…………………………………………………………＜金藤　敬一〉…1236



　　　　　ポリアニリン薄膜の作製法　構造とスペクトル　電気的性質　電気化学機能

　　　　　ポリジアセチレン……………………………………………………＜松田　宏雄〉…1242

第３節　有機トランジスタ

　　　　π共役低分子…………………………………………………………＜堀田　　収〉…1248

　　　　　π共役系材料　π共役系材料を用いたトランジスタ　チオフェン系トランジスタ　伝導

　　　　　機構を解明する試み　材料の構造と電気特性　アセン系トランジスタと超伝導および

　　　　　レーザ発振　まとめと将来展望

　　　　π共役高分子…………………………………………＜小野田光宣／多田　和也〉…1252

　　　　　動作原理　研究の現状

　　　　　デバイス評価・応用…………………………………………………＜工藤　一浩〉…1257

　　　　　その場電界効果測定による有機薄膜物性評価　ドナー・アクセプタ分子積層構造トラ

　　　　　ンジスタ　縦型有機トランジスタ　複合型有機発光トランジスタ素子

第４節　バイオデバイス

　　　　　光電子機能ＤＮＡ膜…………………………………＜雀部　博之／小山　珠美〉‥.1261

　　　　　機能材料としてのDNA　ＤＮＡ膜の作製方法　インターカレーションの方法　測定例

　　　　　ＤＮＡデバイス化の可能性

　　　　　ＤＮＡチップ　…………………………………………………………＜馬場　嘉信〉‥･

1266

　　　　　DNAチップとは　ＤＮＡチップによる遺伝子の発現解析　ＤＮＡチップ・マイクロアレ

　　　　　イから次世代ＤＮＡチップへ

　　　　　マイクロ化学デバイス………………………………＜北森　武彦／佐藤　記一〉…1270

　　　　　マイクロ化学デバイスの特徴　マイクロ単位操作　主なマイクロ化学デバイス

　　　　　光デバイスとしてのバクテリオロドプシン………………………＜小山　行－〉‥･･

1275

　　　　　バクテリオロドプシンの構造と機能　光デバイスへの応用　配向か制御されたＢＲ薄膜の作成と解析

カーボンナノストラクチャー

第１節　構造と特徴……………………………………………＜平原　佳織／飯島　澄男〉…1282

　　　　　フラーレン　カーボンナノチューブ　カーボンナノホーン　ナノオニオン，バッキー

　　　　　オニオン　メソポアカーボン

第２節　作製と分離・精製方法………………………………………………＜小塩　　明〉…1290

　　　　　フラーレンの生成法　フラーレン分離法　カーボンナノチューブの合成法　カーボン

　　　　　ナノチューブの精製法

第３節　電界放出電子源とディスプレイ……………………………………＜斎藤　弥八〉…1297

　　　　　CNTの構造　電界放出とＣＮＴの特徴　ＣＮＴ膜の作製　ディスプレイへの応用

第４節　電子デバイス…………………………………………………………＜二瓶　史行〉…1302

　　　　　エレクトロニクス材料としてのカーボンナノチューブ　カーボンナノチューブの合成

　　　　　電界効果トランジスタ　LSI配線　新機能デバイス

第５節　カーボンナノチューブ等による水素吸蔵…………………………＜曽根田　靖〉…1307

　　　　　水素貯蔵技術　多様なカーボンナノストラクチャー　カーボンナノチューブによる水

　　　　　素吸蔵　グラファイトナノファイバーによる水素吸蔵　その他のカーボンナノストラ

　　　　　クチャーによる水素吸蔵

第６節　可溶化と生体．医薬への応用………………………＜岡崎　俊也／篠原　久典〉‥･1317

　　　　　ナノチューブの側面を化学修飾する　ナノチューブを切断して，末端を化学修飾する

　　　　　ナノチューブが溶ける溶媒を見つけ出す

第７節　DLC膜…………………………………………………●…………………＜中東　孝浩〉‥.1324

　　　　　ＤＬＣの特徴・製法　ＤＬＣの摩擦・摩耗特性　ＤＬＣの用途開発　高分子材料へのDLC

　　　　　コーティング技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●キーワード索引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●略語索引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●化学式索引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●評価方法と評価対象－覧
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